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【背景】3d1 電子系 AVO3（A = Sr, Ca）は強相関金属として知られ，フィリングやバンド幅の制御

によってモット絶縁体に転移する．強相関電子系の典型の一つとして，古くからフェルミ液体論

に基づく電子状態の評価・解析が行われてきた．しかしながら，A カチオンが電子相関に及ぼす

効果については評価法によって大きく異なり，その解釈については未だ議論が続いている [1,2]．

一方で，エピタキシャル歪みを用いると A サイト組成を保ったままでも電子相関に影響を与える

ことができる．本研究では，種々の基板上に作製し異なる歪みを与えた SrVO3 と CaVO3薄膜を用

いて，フェルミ液体論と第一原理バンド計算に基づく解析結果から各々の電子状態を比較した． 

【結果と考察】Fig. 1 に各種基板上・各種成長条件下で成長した AVO3薄膜の輸送特性を示す．面

内のエピタキシャル歪み ε は逆格子マッピング測定から決定した．ε の増加（引張歪み）とともに

抵抗値が増加し，Mott 転移に近づくことが示唆される．実際に，電子−電子散乱モデル（ρ = ρ0 + AT2）

の係数 A は ε とともに増加し，キャリアの有効質量が増加することがわかる．また，実験で得ら

れた面直・面内の格子定数を適用して第一原理計算（GGA+U）を行ったところ，ε に依存して大

きく異なる電子状態がみられた（Fig. 2）．SrVO3の Fermi 準位近傍を構成する V t2gバンドに着目

すると，対称性低下に伴うバンド分裂とバンド幅の減少が観測された．また，斜方晶歪みを有す

る CaVO3では，ε の増加とともに V-O-V 結合角は 180°に近づくが，V-O 結合長が伸びることによ

り遍歴性を失っていくことが示唆された．発表では，ε と有効質量やバンド分散との関係やパラメ

ータ範囲を拡大した計算結果についても論じる． 
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Fig. 1 | Transport properties. Temperature dependence 
of resistivity for (a) SrVO3 and (b) CaVO3 films with 
various strain.  Fermi-liquid analysis for (c) SrVO3 
and (d) CaVO3. 

Fig. 2 | Ab initio calculation. (a) V t2g projected 
density of states (pDOS) for SrVO3 with 
various strain. (b) In-plane V-O bond length 
and (c) V-O-V angle for CaVO3. 
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